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 初始规格书 

RJQ6015DPM 
600V - 18A - 绝缘栅双极晶体管及二极管 
应用: 逆变器 

特点 

 短路承受时间 (5 s典型值) 
 低集电极/发射极饱和电压 

VCE(sat) = 1.6 V 典型值 (IC = 37 A, VGE = 15 V, Ta = 25°C) 
 内置快速恢复二极管 (100 ns典型值) 于一封装 
 沟槽栅与薄晶圆技术 
 快速开关时间 

tf = 40 ns 典型值 (VCC = 300 V, VGE = 15 V, IC = 37 A, Rg = 5 , Ta = 25°C, 感性负载) 
 

封装形式 

绝缘栅双极晶体管1
  二极管1

绝缘栅双极晶体管2
  二极管2

1.栅极 (1)
2.集电极 (1)
3.发射极 (1),集电极 (2)
4.发射极 (2)
5.栅极 (2)
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RENESAS封装代码: PRSS0005ZB-A
(封装名称: TO-3PFM-5)

 

 

绝对最大额定值 

 (Ta = 25°C) 

参数 符号 额定值 单位 

集电极/发射极电压 或 二极管反向电压 VCES/VR 600 V 

栅极/发射极电压 VGES ±30 V 

Tc = 25°C IC
注 1 37 A 集电极电流 

Tc = 100°C IC
注 1 18 A 

集电极脉冲电流 IC(peak)
 注 3 150 A 

集电极/发射极二极管正向电流 IDF
注 1 20 A 

集电极/发射极二极管正向脉冲电流 IDF(peak)
 注 3 150 A 

集电极最大容许功率损耗 PC
注 2 50 W 

结壳热阻 (绝缘栅双极晶体管) j-c 2.5 °C/W 

结壳热阻 (二极管) j-cd 4.5 °C/W 

结温 Tj 150 °C 

储存温度 Tstg –55 to +150 °C 

注: 1. 限于 Tj 的最大值 

 2. 在 Tc = 25C 的容许值 

 3. 脉宽限于最大安全工作区域 
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电特性 

绝缘栅双极晶体管 1, 绝缘栅双极晶体管 2 (Ta = 25°C) 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测定条件 

集电极/发射极破坏电压 或 二极管

反向电压 
VBR(CES)/VR 600 — — V IC =10 A, VGE = 0 

集电极/发射极短路电流 或 
二极管反向电流 

ICES /IR — — 5 A VCE = 600 V, VGE = 0 

栅极/发射极漏泄电流 IGES — — ±1 A VGE = ±30 V, VCE = 0 

栅极/发射极截止电压 VGE(off) 4.0 — 6.0 V VCE = 10 V, IC = 1 mA 

VCE(sat) — 1.6 2.2 V IC = 37 A, VGE = 15 V 注 4 集电极/发射极饱和电压 

VCE(sat) — 2.0 — V IC =75 A, VGE = 15 V 注 4 

输入电容 Cies — 1900 — pF 

输出电容 Coes — 120 — pF 

反向传输电容 Cres — 50 — pF 

VCE = 25 V 
VGE = 0 
f = 1 MHz 

栅极充电电荷量 Qg — 78 — nC 

栅极/发射极充电电荷量 Qge — 12 — nC 

栅极/集电极充电电荷量 Qgc — 32 — nC 

VGE = 15 V 
VCE = 300 V 
IC = 37 A 

接通延迟时间 td(on) — 50 — ns 

上升时间 tr — 40 — ns 

关断延迟时间 td(off) — 135 — ns 

下降时间 tf — 40 — ns 

接通能量 Eon — 0.65 — mJ
关断能量 Eoff — 0.4 — mJ
总开关能量 Etotal — 1.05 — mJ

VCC = 300 V 
VGE = 15 V  
IC = 37 A 
Rg = 5 
感性负载 

短路承受时间 tsc 3.0 5.0 — s VCC  360 V, VGE = 15 V 

注: 4. 脉冲测试. 

 
二极管 1, 二极管 2 (Ta = 25°C) 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测定条件 

正向电压 VF  1.4 1.9 V IF = 30 A 

反向电流 IR   1 A VR = 600 V 

反向恢复时间 trr  100  ns 

快速恢复二极管反向恢复电荷 Qrr — 0.18  C 

快速恢复二极管反向恢复电流 Irr — 4.2  A 

IF = 30 A 
di/dt = 100 A/s 
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主要特性 

典型输出特性

150

125

100

75

50

25

1 2 3 4 5

集
电
极
电
流

   
I C

  (
A

)

0
0

集电极/发射极电压  VCE (V)

150

125

100

75

50

25

0

Tc = 25°C
脉冲测试

VGE = 8 V

15 V

18 V

10 V

12 V

集
电
极
电
流

   
I C

  (
A

)

集电极/发射极电压   VCE (V)

最大安全工作区域

典型输出特性

1 2 3 4 5

集
电
极
电
流

   
I C

  (
A

)

0

集电极/发射极电压   VCE (V)

VGE = 8 V

15 V

10 V

集
电
极
电
流

   
I C

  (
A

)

集电极/发射极电压   VCE (V)

关断安全工作区域

0 200 400 600 800

200

150

100

50

0

18 V

12 V

1000

100

1

10

0.1
1 10010 1000

Tc = 25C
单一脉冲

100 s

脉
宽

 = 10 s

Tc = 150°C
脉冲测试

VGE = 15 V
Tj = 125°C
单一脉冲

栅极/发射极电压   VGE (V)

集电极/发射极饱和电压-
栅极/发射极电压 (典型)

集电极/发射极饱和电压-
栅极/发射极电压 (典型)

集
电
极

/发
射
极
饱
和
电
压

   
V

C
E

(s
a

t)
  (

V
)

集
电
极

/发
射
极
饱
和
电
压

   
V

C
E

(s
a

t)
  (

V
)

栅极/发射极电压   VGE (V)

5

4

3

2

1
4 8 12 2016

Tc = 25°C
脉冲测试

IC = 37 A

75 A

5

4

3

2

1
4 8 12 2016

IC = 37 A

75 A

Tc = 150°C
脉冲测试

 

 



RJQ6015DPM 初始 

R07DS0848CJ0100  修订版本 1.00  第 4 页 
Nov 12, 2012   

集
电
极
电
流

   
I C

  
(A

)

栅极/发射极电压   VGE (V)

传输特性 (典型)

0
0 4 8 12 2016

VCE = 10 V
脉冲测试

Tc = 25°C
150°C

150

125

100

75

50

25

集电极/发射极饱和电压-壳温 (典型)

集
电
极

/发
射
极
饱
和
电
压

  
 V

C
E

(s
a

t)
  (

V
)

壳温 Tc (°C)

25 0 25 75 12550 100 150

2.8

1.6

1.2

2.0

2.4

37 A

18.5 A

IC = 75 A

VGE = 15 V
脉冲测试

10

8

6

4

2

0

栅极/发射极截止电压-壳温 (典型)

25 0 25 75 12550 100 150

栅
极

/发
射
极
截
止
电
压

   
V

G
E

(o
ff)

  (
V

)

VCE = 10 V
脉冲测试

壳温 Tc (°C)

1 mA

IC = 10 mA

 

 



RJQ6015DPM 初始 

R07DS0848CJ0100  修订版本 1.00  第 5 页 
Nov 12, 2012   

1 10 100

1

10

0.1

100

1000

10

开关特性 (典型) (3)

栅极电阻   Rg  ()
(感性负载)

开关特性 (典型) (4)

栅极电阻   Rg  ()
(感性负载)

Eoff

Eon

VCC = 300 V, VGE = 15 V
IC = 37 A, Tc = 150°C

开
关
能
量
损
耗

   
E

  (
m

J)

开
关
时
间

   
t  

(n
s)

1 10 100
0.01

1

0.1

100

10

VCC = 300 V, VGE = 15 V
Rg = 5 , Tc = 150°C

开
关
能
量
损
耗

   
E

  (
m

J)

1 10 100

1 10 100

集电极电流   IC  (A)
(感性负载)

Eoff

Eon

1

100

10

1000

开关特性 (典型) (1) 开关特性 (典型) (2)

集电极电流   IC  (A)
(感性负载)

开
关
时
间

   
t  

(n
s)

VCC = 300 V, VGE = 15 V
Rg = 5 , Tc = 150°C

td(off)

td(on)

tf

tr

VCC = 300 V, VGE = 15 V
IC = 37 A, Tc = 25°C

td(off)

tr

tf

td(on)

10

100

1000

5025 15075 125100

开关特性 (典型) (5)

td(on)

壳温 Tc  (°C)
(感性负载)

开
关
时
间

   
t  

(n
s)

VCC = 300 V, VGE = 15 V
IC = 37 A, Rg = 5 

tf

td(off)

tr

0.1

1

10

5025 15075 125100

壳温 Tc  (°C)
(感性负载)

开关特性 (典型) (6)

Eoff

Eon

开
关
能
量
损
耗

   
E

  (
m

J)

VCC = 300 V, VGE = 15 V
IC = 37 A, Rg = 5 

 

 



RJQ6015DPM 初始 

R07DS0848CJ0100  修订版本 1.00  第 6 页 
Nov 12, 2012   

二极管电流斜率   diF/dt  (A/s)

反
向
恢
复
时
间

   
t rr

  (
ns

)

反向恢复时间-二极管电流斜率 (典型)

100

50

300

250

200

150

0
0 40 80 200120 160

0 40 80 200120 160

0 40 80 200120 160

0.8

0.4

2.0

1.6

1.2

VCC = 300 V
IF = 30 A

Tc = 150°C

25°C

二极管电流斜率   diF/dt  (A/s)

反
向
恢
复
电
流

   
I rr

  
(A

)

反向恢复电流-二极管电流斜率 (典型)

二极管电流斜率   diF/dt  (A/s)

反
向
恢
复
电
荷

   
Q

rr
  

(
C

)

反向恢复电荷-二极管电流斜率 (典型)

0

VCC = 300 V
IF = 30 A

Tc = 150°C

25°C

12

8

4

16

0

VCC = 300 V
IF = 30 A

Tc = 150°C

25°C

正
向
电
流

   
I F

  (
A

)

正向电压   VCEF (V)

正向电流-正向电压 (典型)

0

120

80

40

100

60

20

0 1 2 3 4

Tc = 25°C
150°C

VCE = 0 V
脉冲测试

电
容

  
 C

  (
p

F
)

10

100

1000

10000

0 10050 150 200 250 300

输入电容

输出电容

反向传输电容

栅极充电电荷量   Qg  (nc)

输入时序特性 (典型)典型电容-集电极/发射极电压

800

600

400

200

0
0

16

12

8

4

0
20 40 60 80 100

VGE

VCE

VGE = 0 V
f = 1 MHz
Tc = 25°C

集电极/发射极电压   VCE  (V)

集
电
极

/发
射
极
电
压

   
V

C
E
  

(V
)

栅
极

/发
射
极
电
压

  
 V

G
E
  

(V
)

VCC = 300 V

IC = 37 A
Tc = 25°C

 

 



RJQ6015DPM 初始 

R07DS0848CJ0100  修订版本 1.00  第 7 页 
Nov 12, 2012   

脉宽   PW   (s)

规
格
化
瞬
态
热
阻

 s
  (

t)

瞬态热阻特性规格化 (绝缘栅双极晶体管)

脉宽   PW   (s)

规
格
化
瞬
态
热
阻

 s
  (

t)

瞬态热阻特性规格化 (二极管)

0.01

0.1

10

1

100  1 m 10 m 100 m 1 10 100

100  1 m 10 m 100 m 1 10 100

PDM

PW

T

D = PW
T

j – c(t) = s (t) • j – c
j – c = 2.5C/W, Tc = 25C

Tc = 25C

0.01

1

0.1

10

PDM

PW

T

D =
PW
T

j – c(t) = s (t) • j – c
j – c = 4.5C/W, Tc = 25C0.05

0.2

0.1

0.5

D = 1

Tc = 25C

0.01
0.02

单一脉冲

0.05

0.2

0.1

0.5

D = 1

0.02

单一脉冲
0.01

 

 



RJQ6015DPM 初始 

R07DS0848CJ0100  修订版本 1.00  第 8 页 
Nov 12, 2012   

开关时间测定电路
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封装尺寸 

旧代码

PRSS0005ZB-A  TO-3PFM-5
重量[典型]

5.3gSC-93 单位: mm
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.7

 ±
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0  

±
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0
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5.5 ± 0.3
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3.2

15.6 ± 0.3
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0.2
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0.66+0.2
0.1

2.725

0.9
+0.2
0.1

RENESAS代码JEITA封装代码封装名称

TO-3PFM-5

 
 

订购信息 

订购型号 数量 运输包装 

RJQ6015DPM-00#T0 360枚 纸盒包装 (管状容器) 
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Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60-3-7955-9390, Fax: +60-3-7955-9510

Renesas Electronics Korea Co., Ltd.
11F., Samik Lavied' or Bldg., 720-2 Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul 135-080, Korea
Tel: +82-2-558-3737, Fax: +82-2-558-5141

Refer to "http://www.renesas.com/" for the latest and detailed information.
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